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 حجم دقائق الرواسب ونموها :**

يمكن تقديرها من دراسة شروط او ظروف عملية اسب من الناحية العلمية ان حجم دقائق الر 
منها درجة  ةثر على حجم دقائق الراسب المتكونالترسيب فقد لوحظ ان هنالك عوامل كثيرة تؤ 

 ةلأضافاالحرارة التي تجري عندها عملية الترسيب وسرعة مزج الكواشف وتركيز تلك الكواشف ب
 في محيط التفاعل .الى مقدار ذوبانية الرواسب 

 inductionوقد لوحظ ان هنالك فترة زمنية تسبق عملية ظهور الراسب تدعى فترة التخليق ))

period )) .وهي عادة الفترة الواقعة بين بداية مزج المحاليل وحتى ظهور الراسب المرئي 

 -على : –فترة التخليق  -ويعتمد طول الفترة

 طبيعة الراسب المتكون : -1

الراسب .فهذه الفترة وبالتالي على حجم بلورات  ةفترة يؤثر على عدد النوى المتكونان طول هذه ال
يرة بالنسبة لراسب كلوريد الفضة تكون فترة طويلة بالنسبة لراسب كبريتات كبريتات الباريوم وقص

يد عند نفس شروط الترسيب يكون عدد نوى كبريتات الباريوم اقل بكثير من عدد نوى كلور ف
هي اكبر من بلورات راسب كلوريد الفضة  ةات كبريتات الباريوم المتكونبلور الفضة وبالتالي فأن 

.. 

ان يثبت ان ظاهرة فوق الأشباع تلعب دورا مهما في  Van Weimernلقد استطاع العالم  -2
العالم ان سرعة  وبالتالي على حجم دقائق الراسب المتكون .واستنتج هذاطول فترة التخليق 

 الترسيب الأبتدائي تتناسب مع حالة فوق الأشباع النسبية 

    Q−S

S
 

Q = ركيز الاني للمذاب المراد ترسيبهالت. 
 S= . الذوبانية 

Q-Sوعليه فان 
 الترسيب او تكوين نوى الراسب .= فوق الأشباع عند لحظة بداية  
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𝐐−𝐒ة وان هذه العلاق

𝐒
 S. اكبر من Qتكون صحيحة وقابلة للتطبيق فقط عندما تكون  

 

  -: ةالغروي ة**الحال

في كثير من الأحيان وخاصة عند عدم اتباع الطرق الصحيحة في الترسيب تبقى دقائق الراسب 
تظهر للعين  الأرضية بحيث ان دقائق الراسب لا ةتتكتل بفعل الجاذبي معلقة في المحلول ولا

المجردة ولكن عند امرار حزمه ضوئية الى داخل المحلول والنظر اليه بصورة عمودية على اتجاه 
شعة فمن الممكن مشاهدة تبعثر خطوط الأشعة الضوئية بسبب انعكاسها على سط  سير الأ

وهي خاصة  Tyndal effectبظاهرة تندال وهذه الظاهرة تسمى  الدقائق المعلقة في المحلول
بالمحاليل الغروية دون المحاليل الحقيقية حيث ان دقائق المحلول الحقيقي صغيرة الى الحد الذي 

-5يتراوح بين ) ةالظاهرة ان اكبر الدقائق الغروي يتي  حصول هذه لا
سم(واكبر  10 -7 -10

-8الدقيقة في المحلول 
-3سم  وان ورقة الترشي  المختبرية تعيق الدقائق بنسبة 10

سم لذا فان 10
تنفذ من ورقة الترشي  وتسلك سلوكا مشابها للمحاليل الحقيقية ولكنها تختلف عن  ةالدقائق الغروي

 المحاليل الحقيقية في كونها :

تنفذ من خلال اوراق الترشي   لالكنها  ةلال ورقة الترشي  العاديولو انها تنفذ من خ -1
preckment. 

 .تتصف بتأثير تيندال  -2

السريعة والمستمرة بين  الاصطداماتبسبب   Brownian motionتتصف بالحركة البروانية 
مع كتلتها  ةالغروي مساحة سطحية بالمقارنهذه الدقائق ودقائق المذيب تمتلك دقائق العالق 

بشحنه كهربائية ثابته او متغيرة والسبب الرئيسي يعود  ةدقائق العالق الغروي عادة مشحون وتكون 
 الى المساحة السطحية الكبيرة التي يمتلكها سط  هذه الدقائق. ةحقيقفي ال

السريعة والمستمرة بين هذه الدقائق ودقائق  الاصطداماتتتصف بالحركة البروانية بسبب -3
المذيب تمتلك دقائق العالق الغروي مساحة سطحية كبيرة مقارنه مع كتلتها تكون دقائق العالق 

حنات يعود كهربائية ثابته او متغيرة والسبب الرئيسي بوجود هذه الش بشحنه ةعادة مشحون الغروي 
 السطحية التي يمتلكها سط  هذه الدقائق. ةفي الحقيقة الى المساح
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  تلوث الراسب :**

ان عمليات تلوث الراسب تؤدي على الأغلب الى الحصول على رواسب ملوثة لهذه الدرجة او 
قد  تلك ويحصل هذا التلوث عادة نتيجة لترسيب ايونات غريبة او امتزاز مع الراسب الأصلية

يحصل التلوث بأيونات يجب ان تكون ذائبة اساسا في المحلول الأم كما قد يحصل تلوث بسبب 
بها حاصل اذابة مقارب او مطابق لحاصل اذابة الراسب الأصلي. ولهذه الأسباب ايونات لرواس

العامل فعلى المحلل الكيميائي ان يكون على معرفه مسبقة بمكونات الأنموذج قبل اختيار 
المرسب واجراء عمليات الترسيب كما يجب ان يكون ملماً بالطرق التي تؤدي الى تلوث الرواسب 

 وامكانية تجنبها.

 من الممكن اجمال هذه الطرق بما يلي# :و  #

وكمثال على هذا هو عند ترسيب  -؛التلوث عن طريق الترسيب التلقائي للأيونات الأخرى -اولًا:
 ايونات الكلوريد على شكل كلوريد الفضة بوجود ايونات البروميد او اليوديد في المحلول الأم .

ن حاصل اذابة كلوريد الفضة لذا يحصل فحاصل اذابة بروميد الفضة او يوديد الفضة اصغر م
والحصيلة ترسيب اني لهذه الهاليدات عند اضافة العامل المرسب )ايونات الفضة (الى المحلول 

هي تلوث حتمي للراسب كلوريد الفضة لذلك لغرض تجنبه يجب الفصل المسبق لهذه الأيونات 
 الملوثة قبل اجراء عملية الترسيب .

 -طريق الترسيب المصاحب او المشارك:التلوث عن  -ثانيا :

لتلوث بسبب ترسب ايونات مع الأيون الأصلي بسبب اشتراكها بالعامل المرسب قد يحصل ا
)مشارك(كما يمكن ان يصاحب الراسب ايونات غريبه المفروض ان تبقى ذائبة في المحلول الأم 

 عند اجراء عمليات الترسيب )ترسيب مصاحب(.

 -: تيالآبث ويمكن اجمال طرق التلو 

الذائبة في  ةوهو امتزاز الأيونات الغريب -ي :أ/ الترسيب المصاحب بسبب الأمتزاز السطح
والأمتزاز  المحلول الأم على سط  الراسب ) حتى لو لم تشترك مع الراسب بالعامل المرسب (
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كلما كانت المساحة السطحية للراسب كما هو معروف ظاهرة سطحية ويزداد امتزاز الشوائب 
 الأصلي كبيرة .

 -موضعية عالية : pHب/ الترسيب المشارك بسبب نشوء مراكز 

هذه الظاهرة مألوفة عند ترسيب الهيدروكسيدات فمثلًا يتم ترسيب هيدروكسيد الألمنيوم في 
pH=6  بينما يتم ترسيب هيدروكسيد المغنسيوم فيpH=11  ًوهذا يعني انه من الممكن نظريا.

يوم دون هيدروكسيد المغنسيوم من محلول يحتوي ايوناتهما وذلك ترسيب هيدروكسيد الألمن
هذا pH=6 بأضافة العامل المرسب الأمونيا قطرة فقطرة والتوقف عند الأضافة عند الوصول الى

عند نقطة   pHـلل مفاجئمن الناحية النظرية اما من الناحية العملية فهنالك احتمال الى ارتفاع 
يؤدي ترسيب هيدروكسيد المغنسيوم ..ويمكن تجنب ذلك  الارتفاعذا تماس الأمونيا مع المحلول ه

 او الترسيب من محاليل متجانسه .بأستعمال محاليل منظمه 

 -ج/ الترسيب المصاحب او المشارك بسبب الأكتناء :

يختلف الأكتناء عن الأمتزاز السطحي لكون ان المواد الملوثة تدخل ضمن دقائق الراسب او 
البلورية وليس على سطحه البلوري للراسب بسبب تكون فجوات بين هذه البلورات ضمن الشبكة 

او بسبب الأمتزاز الداخلي اذا كان تركيزها عالي في المحلول او تفككها قليل او شحنتها كبيرة او 
 انها تكون مركبات شحيحة الذوبانية مع الدقائق .

 الترسيب اللاحق: -ثالثاً :

ه ل مرسب لكل من ايونات الكالسيوم والمغنسيوم اذا ما تواجدت هذالأوكزالات مثلا هي عام
وكزالات الكالسيوم أت الى هذا المحلول فسيتكون راسب وكزالاالأيونات في المحلول واضيفت الأ

م الراسب (فسيحصل ترسيب ولكن عند ترك هذا الراسب مع المحلول الأم لمدة طويلة )هض
وكزالات الكالسيوم ولتجنب ذلك يفضل ترشي  الراسب أسب وكزالات المغنسيوم على راتدريجي لأ

بعد عملية الترسيب مباشرة وتجنب عملية الهضم ..وبصورة عامه فالترسيب اللاحق يختلف عن 
 -يلي : الترسيب المصاحب او المشارك .بما
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تزيد من التلوث بسبب الترسيب اللاحق  عملية ترك الراسب مع المحلول الأم )عملية الهضم(
ا على الأغلب تقلل من التلوث بسبب الترسيب المصاحب .كذلك عملية تحريك الراسب بينم

.**كمية او نسبة لل من التلوث المصاحب بصورة عامهوتسخينه تزيد من التلوث اللاحق وتق
 .التي تحصل بسبب الترسيب المصاحبالتلوث بسبب الترسيب اللاحق هي اكبر عادة من تلك 

 


